Study of low-noise HEMTs by ジョウシン, カズキヨ & 常信, 和清
Osaka University








< 54 ] 
氏 名 じ砕市よ崎う か和ず ;青
博士の専攻分野の名称 博 士 (工学)
学位記番号 第 1 2 0 6 7 号
学位授与年月日 平成 7 年 8 月 8 日
学位授与の要件 学位規則第4条第 2項該当




教授吉野勝美 教授尾浦憲治郎 教授西原 浩
論文内容の要旨




第 2 章では， HEMT の雑音発生機構の解明に向けたデ、バイスシミュレーション解析の結果について述べている。
HEMTではチャネルに沿っての電子エネルギーの上昇が，従来の素子 GaAs MESFET に比べ緩やかに起こっている







は 0.7から 0.8，一方，従来の素子 GaAs MESFET では 1 と大きく，一次元解析結果とよく一致することを示している。
また HEMTの雑音指数は二次元電子ガスの移動度よりは濃度に強く依存することを示している。そして，二次元電子





第6章では，衛星放送受信用 MMIC (Microwave Monolithic Integrated Circuit) の開発について述べている。 RF
? ?















(3) AIGaAs/GaAsや InGaP/GaAsヘテロ接合構造からなるエピタキシャル基板を加工してゲート長0.5μm の微
細素子を作製するフ。ロセスの開発に成功している。特に，低雑音化にとって重要なゲート抵抗とソース抵抗を低減す
るための， T形セルフアライメント・ゲート電極構造の作製に成功している。
(4) 室温での HEMT の雑音指数の評価より，雑音指数は二次元電子ガスの移動度よりは二次元電子ガスの濃度に強く
依存することを見い出し，この結果は HEMT内部で電子エネルギー冷却効果が生じていることを示唆している。そ
して二次元電子ガスを高濃度化することにより周波数 12GHZで雑音指数 0.42dB，付随利得 13.5dB と，これまでに
ない優れた雑音特性を示す低雑音HEMT の開発に成功している。




れているが，本研究では， RF増幅器， IF増幅器，ミキサおよび発振器からなるダウンコンバータをMMIC (Microwave 
Monolithic Integrated Circuit) としてワンチップ化することに成功している。個別素子を集積化することにより，
システムの小型化，高信頼化および低価格化が期待されるため，その工学的応用の意義は大きい。
以上のように，本論文は低雑音HEMTの雑音発生機構について多くの新たな知見を提供するとともに，高周波トラン
ジスタの雑音特性の改善により高周波領域での電波利用の促進が期待されることから，電気電子工学に寄与するところ
が大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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